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はじめに 

大規模集積回路の高速大容量通信を低消費電力

で実現すべく，Si基板上への InP 系光デバイスの集

積が盛んに研究されている．これに対し我々は薄膜

InP系を Siプラットフォーム上に貼り合せた InP/Si

基板を作製し，この基板上に MOVPE 法を用いるこ

とで光デバイスの作製及び集積する手法を提案し

てきた． 

今回，直接貼付 InP/Si 基板上において量子ドット

構造を成長し，AFM による粒子解析を行ったので

報告する． 

 

実験結果: 

はじめに InP 基板上に GaInAs のエッチングスト

ップ層を含む GaInAs/InP/GaInAsをMOVPE法によ

り結晶成長し，ウェットエッチングを用いて薄膜

InP 層を作製した．Si 基板は BHF にて表面の酸化

膜を取り除き，SC1(NH3: H2O2: H2O)，H2O2にて有

機不純物の除去を行った．その後，両基板に対して

硫酸系(H2SO4: H2O2: H2O)溶液による洗浄を行った．

これらを純水中にて貼り合せ，十分乾かした後，窒

素雰囲気下において 400℃，1 時間の熱処理によっ

て作製した．[1] その後，この InP/Si 基板に MOVPE

法を用いて図 1 に示す様な InAs 量子ドット構造を

S-K成長モード，ダブルキャップ法を用いて成長し

た．[2]作製した構造は活性層の層厚を 4 nm, 6 nm, 8 

nm, 10 nmの 4種類とした．これにより作製した基

板について AFM 測定と PL測定を行った．        

図 2に InPと InP/Si貼付基板上にそれぞれ成長し

た最上部量子ドット層の AFM 画像を示す．図の基

板の密度はそれぞれ 2.51×1010[/cm2]，2.86×1010[/

cm2]であった．図 3，図 4には InP 基板上及び InP/Si

基板上に成長した 4 種類の構造についてそれぞれ

直径平均，高さ平均及びその誤差棒についてのグラ

フを示す．この図より依存性は特に確認されなかっ

た．これより,InP/Si 基板上の量子ドットの成長は

InP基板上への成長と変わりなく行えることが分か

った． 
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図 1：成長構造図 

 
図 2：成長後基板表面における AFM 像と 

（(a)：InP 基板, (b)：InP/Si 基板） 

 

図 3：活性層厚毎における InP, InP/Si 基板上   

量子ドットの直径平均比較 

 

図 4：活性層厚毎における InP, InP/Si 基板上   

量子ドットの高さ平均比較 
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